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(57) Die Erfindung schafft eine optoelektronische
Koppelvorrichtung zur optischen Kopplung eines Ein-
gangsschaltkreises (301) mit einem Ausgangsschalt-
kreis (302) und ein Herstellungsverfahren fir die opto-
elektronische Koppelvorrichtung, wobei eine Lichtemp-
fangseinheit (108) auf einem Substrat (112) mittels ei-
nes standardisierten Silizium-Prozesses ausgebildet
wird, eine lichtdurchlassige, elektrisch leitfahige Storsi-
gnalableitschicht (109) auf der Lichtempfangseinheit

FIG 1

Optoelektronische Koppelvorrichtung und Herstellungsverfahren

(108) zur elektrischen Ableitung von Stdrsignalen aus-
gebildet wird und eine lichtdurchlassige, elektrisch iso-
lierende Koppelschicht (113) auf der lichtdurchlassigen,
elektrisch leitfahigen Stdrsignalableitschicht (109) auf-
gebracht wird, um eine Lichtsendeeinheit (101) und die
Lichtempfangseinheit (108) galvanisch voneinander zu
trennen, wobei die Lichtsendeeinheit (101), die Koppel-
schicht (113) und die Lichtempfangseinheit (108) als ei-
ne Einheit auf einem einzigen Substrat (112) ausgebil-
det werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ei-
ne Vorrichtung zum Koppeln eines Eingangsschaltkrei-
ses mit einem Ausgangsschaltkreis, wobei der Ein-
gangsschaltkreis von dem Ausgangsschaltkreis galva-
nisch trennbar ist, und betrifft insbesondere eine opto-
elektronische Koppelvorrichtung zur optischen Kopp-
lung eines Eingangsschaltkreises mit einem Ausgangs-
schaltkreis und ein Herstellungsverfahren hierfir.
[0002] Eine galvanische Trennung von Schaltkreisen
ist in vielen Anwendungsbereichen erforderlich, wenn
es beispielsweise darum geht, dass eine elektrische
Isolation zwischen einem Eingangsschaltkreis und ei-
nem Ausgangsschaltkreis bereitgestellt werden muss,
oder wenn ein Ausgangsschaltkreis keine Riickwirkun-
gen auf einen Eingangsschaltkreis hervorrufen darf.
Soll der Ausgangsschaltkreis von dem Eingangsschalt-
kreis galvanisch vollstdndig getrennt werden, d.h. exi-
stiert keine elektrisch leitende Verbindung zwischen
dem Eingangsschaltkreis und dem Ausgangsschalt-
kreis, so wird vorzugsweise Licht als Ubertragungsme-
dium fir Signale von dem Eingangsschaltkreis zu dem
Ausgangsschaltkreis verwendet.

[0003] Hierzu wird in herkémmlicher Weise ein Ein-
gangsschaltkreis an eine Lichtsendeeinheit ange-
schlossen, wahrend ein Ausgangsschaltkreis an eine
Lichtempfangseinheit angeschlossen wird, wobei zwi-
schen der Lichtsendeeinheit und der Lichtempfangsein-
heit eine elektrische Isolation bereitgestellt wird, die
lichtdurchlassig ist, d.h. von einer optischen Strahlung
einer oder mehrerer Wellenldngen durchdringbar ist,
um Signale von dem Eingangsschaltkreis zu dem Aus-
gangsschaltkreis zu Uibertragen.

[0004] Eine aus einer Lichtsendeeinheit, einer Licht-
empfangseinheit und einer dazwischen liegenden elek-
trischen Isolationseinrichtung bzw. optischen Koppel-
einrichtung bestehende Vorrichtung wird herkdmmli-
cherweise als optoelektronische Koppelvorrichtung
bzw. "Opto-Koppler" bezeichnet. Derartige OptoKopp-
ler sind in vielfaltiger Weise im Einsatz und beispiels-
weise aus "http://www.benjamin-eisenbeis.de/Ampel-
anlage/5b.htm" und aus "Profos/Pfeiffer: Handbuch der
industriellen Messtechnik, Oldenburg-Verlag, 1992,
Seite 185" bekannt und in vielfaltigen Ausfiihrungsfor-
men kommerziell erhaltlich.

[0005] Lichtsendeeinrichtungen, wie beispielsweise
LED (Lichtemittierende Dioden), und Lichtempfangs-
einrichtungen, wie beispielsweise Fotodioden, werden
nach dem Stand der Technik jeweils einzeln mit unter-
schiedlichen Verfahren der Dinnschichttechnologie
hergestellt. Derartige Praparationensverfahren und Ei-
genschaften dinner Filme, insbesondere auch
ITO-Schichten (ITO = Indium Tin Oxide, Indiumzinn-
oxid), sind aus "Hutchins et al., Phys. Stat. Technol.(a),
Vol. 175, Seiten 991 - 1002, (1999)" bekannt.

[0006] Bei der in Figur 4 gezeigten herkémmlichen
Anordnung eines optoelektronischen Kopplers wird ein
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Eingangsschaltkreis 301 galvanisch von einem Aus-
gangsschaltkreis 302 getrennt, wobei die optoelektroni-
sche Koppelvorrichtung als ein Einzelkoppelelement
401 ausgebildet ist. Der Eingangsschaltkreis 301 ist
Uber Eingangssignalleitungen 303 mit dem Einzelkop-
pelelement 401 verbunden, wahrend der Ausgangs-
schaltkreis 302 Uber Ausgangssignalleitungen 304 mit
dem Einzelkoppelelement 301 verbunden ist. Das Ein-
zelkoppelelement 401 schlie3t eine einzelne Lichtsen-
deeinheit 101 und eine separate, einzelne Lichtemp-
fangseinheit 108 ein, die sich derart gegeniber stehen,
dass von der Lichtsendeeinheit 101 ausgesandtes Licht
107 von der Lichtempfangseinheit 108 empfangen wird.
[0007] Ein Hauptnachteil derartiger Einzelkoppelele-
mente 401 nach dem Stand der Technik besteht darin,
dass die Lichtsendeeinheit 101 getrennt von der Licht-
empfangseinheit 108 aufgebaut ist, was eine Integrati-
onsmaglichkeit, z.B. in einer Wafer-Ebene, einer Chip-
Ebene oder dergleichen nicht gestattet.

[0008] Weiterhin ist es ein Nachteil, dass mehrfache
Opto-Koppler-Chip-Anordnungen nicht bereitgestellt
werden kénnen.

[0009] In nachteiliger Weise kénnen optoelektroni-
sche Koppelvorrichtungen, die fiir mehrfache galvani-
sche Entkopplungen von mehrfachen Ausgangsschalt-
kreisen und mehrfachen Eingangsschaltkreisen ver-
wendet werden, nicht bereitgestellt werden.

[0010] Esistsomiteine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine optoelektronische Koppelvorrichtung zur
optischen Kopplung eines Eingangsschaltkreises mit ei-
nem Ausgangsschaltkreis bereitzustellen, bei welcher
eine Lichtsendeeinheit, eine Koppelschicht und eine
Lichtempfangseinheit als eine Einheit auf einem einzi-
gen Substrat ausgebildet ist, wobei eine Integrierbarkeit
und eine mehrfache Anordnung der optoelektronische
Koppelvorrichtung ermdglicht wird.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine optoelektroni-
sche Koppelvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und ein Herstellungsverfahren nach An-
spruch 11 bereitgestellt.

VORTEILE DER ERFINDUNG

[0012] Die erfindungsgemafe optoelektronische
Koppelvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und das Herstellungsverfahren hierfir nach Anspruch
11 weisen folgende Vorteile auf.

[0013] Ein Hauptvorteil ist eine Verbindung einer
Lichtsendeeinheit mit einer Lichtempfangseinheit tiber
eine Koppelschicht, welche es erlaubt, eine opto-elek-
tronische Koppelvorrichtung in einer Wafer-Ebene, als
System auf einem Chip, mittels eines standardisierten
Herstellungsprozesses auszufiihren.

[0014] In vorteilhafter Weise wird ein Testen der op-
toelektronischen Koppelvorrichtung auf Fehler erleich-
tert.

[0015] In den Unteranspriichen finden sich vorteilhaf-
te Weiterbildungen und Verbesserungen des jeweiligen
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Gegenstandes der Erfindung.

[0016] Gemal einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung enthélt eine Lichtsendeeinheit
einer opto-elektronischen Koppelvorrichtung eine orga-
nische lichtemittierende Diode (LED = lichtemittierende
Diode), wobei eine organische lichtemittierende Schicht
zwischen einer Kathodenschicht und einer Anoden-
schicht eingebracht ist.

[0017] Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung ist eine Isolations-
schicht zur Isolation der Kathodenschicht von der An-
odenschicht der Lichtsendeeinheit bereitgestellt, die
aus Polyimid besteht.

[0018] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung besteht die Ka-
thodenschicht aus AlCa.

[0019] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung besteht die An-
odenschicht aus einer ITO-Schicht (ITO = Indium Tin
Oxide, Indiumzinnoxid).

[0020] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung besteht eine Kop-
pelschicht zur galvanischen Trennung der Lichtsende-
einheit von der Lichtempfangseinheit aus einer Isolie-
rungsschicht wie beispielsweise Polyimid oder Glas.
[0021] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung ist der Eingangs-
schaltkreis als ein Treiberbaustein ausgebildet, der die
Lichtsendeeinheit treibt.

[0022] GemaR noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung ist der Ausgangs-
schaltkreis als ein weiterer Chip ausgebildet, um eine
Mehrfach-Chip-Verpackung bereitzustellen.

[0023] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung ist die optoelek-
tronische Koppelvorrichtung mittels einer Schicht, die
aus Aluminiumoxid (Al,O5) besteht, gekapselt.

[0024] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird ein Koppel-
pfad als eine Isolierstrecke auf Wafer-Ebene realisiert.
[0025] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung kann die opto-
elektronische Koppelvorrichtung auf Wafer-Ebene her-
gestellt und getestet werden.

[0026] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird in der Licht-
empfangseinheit ein mittels eines standardisierten Sili-
zium-Prozesses hergestellter Fototransistor eingesetzt.
[0027] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird als Koppel-
schicht eine isolierende Polyimidschicht einer Dicke von
1-10 um aufgebracht.

[0028] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung werden die opto-
elektronische Koppelvorrichtung ausbildenden Schich-
ten strukturiert aufgebracht.

[0029] Gemal noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird die Anoden-
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schicht durch ein Sputtern von ITO-Material aufge-
bracht.

[0030] GemaR noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird die Anoden-
schicht in einer Dicke von 50-200 nm abgeschieden.
[0031] GemaR noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird die organi-
sche lichtemittierende Schicht durch eine Spin-Be-
schichtung mit einer Dicke von 200 nm aufgebracht.
[0032] GemaR noch einer weiteren bevorzugten Wei-
terbildung der vorliegenden Erfindung wird die Katho-
denschicht durch ein Aufdampfen von AICa mit einer
Dicke von 200 nm aufgebracht.

ZEICHNUNGEN
[0033] Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in

den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden
Beschreibung néher erlautert.

[0034] In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine optoelektronische Koppelvorrichtung
gemal einem Ausflihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung;

Figur2 eine optoelektronische Koppelvorrichtung
gemaf einem weiteren Ausfluhrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung;

Figur 3  ein Anwendungsbeispiel der erfindungsge-
mafRen optoelektronischen Koppelvorrich-
tung; und

Figur4 eine optoelektronische Koppelvorrichtung

nach dem Stand der Technik.
BESCHREIBUNG DER AUSFUHRUNGSBEISPIELE

[0035] Figur 1 zeigt eine optoelektronische Koppel-
vorrichtung gemaf einem Ausflihrungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung.

[0036] BeiderinFigur 1 gezeigten Anordnung ist eine
Lichtempfangseinheit 108 in einem Substrat 112 mittels
eines standardisierten Silizium-Prozesses eingebracht.
Die Lichtempfangseinheit 108 besteht zweckmaéssiger-
weise aus einem Fototransistor, der Licht 107 in ein
elektrisches Signal wandelt. Auf diese Lichtempfangs-
einheit 108 ist eine Stdrsignalableitschicht 109 aufge-
bracht, die dazu dient, Gleichtaktstdrungen etc. abzu-
leiten.

[0037] Die Storsignalableitschicht 109 ist fiir das Licht
107 durchlassig, wird oberhalb der fotoempfindlichen
Flache beispielsweise aus einem ITO-Material (ITO =
Indium Tin Oxide, Indiumzinnoxid) aufgebracht und ist
elektrisch leitfahig. Zwei Empfangerbondierungsan-
schlisse 110, 111 dienen einer Ableitung eines Aus-
gangssignals der Lichtempfangseinheit, wobei die De-
tails einer Verbindung der Empfangerbondierungsan-
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schliisse 110, 111 mit dem Fototransistor aus Griinden
der Ubersichtlichkeit weggelassen sind.

[0038] Gemall dem erfindungsgemalen Verfahren
wird als Isolationsschicht auf die Stérsignalableitschicht
109 eine Koppelschicht 113 aufgebracht, welche fiir das
Licht 107 durchlassig ist, aber eine elektrische Isolation
bereitstellt. Auf der Koppelschicht 113 wird schliesslich
eine Anodenschicht 104 aufgebracht, welche eine An-
ode einer Lichtsendeeinheit 101 bildet, wobei die Anode
durch einen Senderbondierungsanschluss 105 elek-
trisch mit einem Eingangsschaltkreis 301 verbunden
werden kann.

[0039] Die Dicke der Anodenschicht 104 betragt typi-
scherweise 50-200 nm, wahrend die Dicke der Koppel-
schicht 113 typischerweise 1-10 um betragt. Die orga-
nische lichtemittierende Schicht 102 weist eine Dicke
von ca. 200 nm auf und wird vorzugsweise durch eine
Spin-Beschichtung aufgebracht. Auf die organische
lichtemittierende Schicht 102 wird eine Kathoden-
schicht 103 vorzugsweise durch ein Aufdampfen von Al-
Ca aufgebracht, wobei die Dicke der Kathodenschicht
103 vorzugsweise 200 nm betragt.

[0040] Ein zweiter Senderbondierungsanschluss 106
dient einer zweiten Verbindung des Eingangsschaltkrei-
ses 301 mit der Lichtsendeeinheit 101. Es sei darauf-
hingewiesen, dass die Lichtsendeeinheit 101, die Kop-
pelschicht 113 und das Substrat 112, welches die
Lichtsendeeinheit 108 beinhaltet, als eine Einheit aus-
geflhrt sind, wobei die Einheit auf einem einzigen Sub-
strat (Ein-Chip-Anordnung) bereitgestellt sind.

[0041] Figur 2 zeigt eine optoelektronische Koppel-
vorrichtung gemaR einem weiteren Ausflihrungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung.

[0042] Beiderin Figur 2 gezeigten Anordnung ist zu-
satzlich zu der in Figur 1 gezeigten Anordnung eine An-
odenleiterbahn 203 bereitgestellt, die eine Strukturie-
rung der Anodenschicht 104 erlaubt. Eine Isolations-
schicht 201 dient einer Isolierung der Kathodenschicht
103 von der Anodenschicht 104. Hierbei wird die orga-
nische lichtemittierende Schicht 102 von der Kathoden-
schicht 103 und der Isolationsschicht 201 umschlossen.
[0043] Es sei daraufhingewiesen, dass gleiche Be-
zugszeichen wie in Figur 1 gleiche oder funktionsglei-
che Komponenten bezeichnen, wobei, um eine iberlap-
pende Beschreibung zu vermeiden, eine Erklarung die-
ser Komponenten weggelassen ist. Weiterhin ist in Fi-
gur 2 gezeigt, wie eine Abdeckungsschicht 202 auf der
Kathodenschicht 103 und der Isolationsschicht 201 auf-
gebracht ist, um die Lichtsendeeinheit 101 und damit
die optoelektronische Koppelvorrichtung insgesamt
hermetisch zu kapseln. Ein Senderbondierungsan-
schluss 106 ist zur Kontaktierung der Kathodenschicht
103 bereitgestellt.

[0044] Figur 3 verdeutlicht ein Anwendungsbeispiel
der erfindungsgemaRen optoelektronischen Koppelvor-
richtung.

[0045] Beidem in Figur 3 gezeigten Anwendungsbei-
spiel ist ein Eingangsschaltkreis 301 mit der Lichtsen-
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deeinheit 101 uber Eingangssignalleitungen 303 und
die Senderbondierungsanschlisse 105, 106 verbun-
den. Ein Ausgangsschaltkreis 302 ist liber die Empfan-
gerbondierungsanschlisse 110, 111 und Ausgangssi-
gnalleitungen 304 mit der Lichtempfangseinheit 108
verbunden. Als Eingangsschaltkreis 301 kann bei-
spielsweise ein Treiberbaustein dienen, der die
Lichtsendeeinheit 101 treibt, wahrend als Ausgangs-
schaltkreis 302 ein weiterer Chip in einer Mehr-
fach-Chip-Packung angeordnet sein kann. Es ist durch
die erfindungsgemale optoelektronische Koppelvor-
richtung somit méglich, mittels standardisierter Silizium-
Prozesse eine Mehrfach-Chip-Verpackung und eine ho-
he Integrationsfahigkeit zu erreichen.

[0046] Weiterhin ist es mdglich, durch ein Sagen des
Substrats 112 entlang von S&gegraben, die zwischen
den einzelnen optoelektronischen Koppelvorrichtungen
bereitgestellt sind, Einzel-Chip-Koppelvorrichtungen
oder Mehrfach-Chip-Koppelvorrichtungen zu erhalten.
[0047] Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend
anhand bevorzugter Ausflihrungsbeispiele beschrieben
wurde, ist sie darauf nicht beschrankt, sondern auf viel-
faltige Weise modifizierbar.

Bezugszeichenliste

101 Lichtsendeeinheit

102 Organische lichtemittierende Schicht

103 Kathodenschicht

104 Anodenschicht

105, 106 | Senderbondierungsanschlisse

107 Licht

108 Lichtempfangseinheit

109 Stdrsignalableitschicht

110, 111 Empféngerbondierungsanschliisse

112 Substrat

113 Koppelschicht

201 Isolationsschicht

202 Abdeckungsschicht

203 Anodenleiterbahn

301 Eingangsschaltkreis

302 Ausgangsschaltkreis

303 Eingangssignalleitungen

304 Ausgangssignalleitungen

401 Einzelkoppelelement
Patentanspriiche
1. Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
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schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) mit:

a) einer Lichtsendeeinheit (101), die aus einer
organischen lichtemittierenden Schicht (102),
einer Kathodenschicht (103) und einer An-
odenschicht (104) gebildet ist, zur Aussendung
von Licht (107), wobei die organische lichtemit-
tierende Schicht (102) zwischen der Kathoden-
schicht (103) und der Anodenschicht (104) an-
geordnet ist;

b) Senderbondierungsanschlissen (105, 106),
die auf der Kathodenschicht (103) und auf der
Anodenschicht (104) aufgebracht sind, zur
elektrischen Verbindung der Lichtsendeeinheit
(101) mit dem Eingangsschaltkreis (301);

c) einer Lichtempfangseinheit (108) in einem
Substrat (112), die in einem Substrat (112) aus-
gebildet ist, zur Erfassung von Licht (107) von
der Lichtsendeeinheit (101);

d) einer Storsignalableitschicht (109), die auf
der Lichtempfangseinheit (108) ausgebildet ist,
zur elektrischen Ableitung von Stérungen ab-
zuleiten;

e) Empfangerbondierungsanschliissen (109,
110), die auf dem Substrat (112) aufgebracht
sind, zur elektrischen Verbindung der Lichtem-
pfangseinheit (108) mit dem Ausgangsschalt-
kreis (302); und

f) einer Koppelschicht (113), die aus einem
lichtdurchlassigen Isoliermaterial gebildet ist,
und die zwischen der Anodenschicht (104) der
Lichtsendeeinheit (101) und der Stérsignala-
bleitschicht (109), die auf der Lichtempfangs-
einheit (108) ausgebildet ist, angeordnet ist,
zur galvanischen Trennung der Lichtsendeein-
heit (101) von der Lichtempfangseinheit (108),

wobei die Lichtsendeeinheit (101), die Koppel-
schicht (113) und die Lichtempfangseinheit (108)
als eine Einheit auf einem einzigen Substrat (112)
ausgebildet sind.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach An-
spruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Isolationsschicht (201) zur Isolation der
Kathodenschicht (103) von der Anodenschicht
(104) der Lichtsendeeinheit aus Polyimid gebildet
ist.
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3.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder beiden der Anspriiche 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Kathodenschicht (103) der Lichtsendeein-
heit (101) aus AlCa gebildet ist.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anodenschicht (104) der Lichtsendeein-
heit (101) aus einem ITO-Material gebildet ist.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Ansprliche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Koppelschicht (113) zur galvanischen
Trennung der Lichtsendeeinheit (101) von der
Lichtempfangseinheit (108) aus einem elektrischen
Isolatormaterial wie beispielsweise Polyimid oder
Glas gebildet ist.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Eingangsschaltkreis (301) als ein Treiber-
baustein ausgebildet ist, der die Lichtsendeeinheit
treibt.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Ausgangsschaltkreis (302) als ein Chip
ausgebildet ist, um eine Mehrfach-Chip-Verpak-
kung bereitzustellen.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass die optoelektronische Koppelvorrichtung mit-
tels einer Abdeckungsschicht (202), die aus Alumi-
nium (A1) besteht, gekapselt ist.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 8,
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dadurch gekennzeichnet,
dass ein Koppelpfad als eine Isolierstrecke auf Wa-
fer-Ebene bereitgestellt ist.

Optoelektronische Koppelvorrichtung zur opti-
schen Kopplung eines Eingangsschaltkreises (301)
mit einem Ausgangsschaltkreis (302) nach einem
oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Lichtempfangseinheit (108) als ein mittels
eines standardisierten Silizium-Prozesses herge-
stellter Fototransistor bereitgestellt ist.

Herstellungsverfahren fir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung zur optischen Kopplung eines
Eingangsschaltkreises (301) mit einem Ausgangs-
schaltkreis (302), mit den folgenden Schritten:

a) Ausbilden einer Lichtempfangseinheit (108)
auf einem Substrat (112) mittels eines standar-
disierten Silizium-Prozesses;

b) Bondieren von Empfangerbondierungsan-
schlissen (110, 111) auf das Substrat (112), da-
mit die Lichtempfangseinheit (108) mit dem
Ausgangsschaltkreis (302) elektrisch verbind-
bar ist;

c) Aufbringen einer lichtdurchladssigen, elek-
trisch leitfahigen Stoérsignalableitschicht (109)
auf der mittels eines standardisierten Silizium-
Prozesses ausgebildeten Lichtempfangsein-
heit (108) zum elektrischen Ableiten von Stor-
signalen;

d) Aufbringen einer lichtdurchlassigen, elek-
trisch isolierenden Koppelschicht (113) auf der
lichtdurchlassigen, elektrisch leitfahigen Stor-
signalableitschicht (109), um die Lichtsende-
einheit (101) und die Lichtempfangseinheit
(108) galvanisch voneinander zu trennen;

e) Aufbringen einer Anodenschicht (104) einer
Lichtsendeeinheit (101) auf der lichtdurchlassi-
gen, elektrisch isolierenden Koppelschicht
(113);

f) Aufbringen einer organischen, lichtemittie-
renden Schicht (102) auf der Anodenschicht
(104) der Lichtsendeeinheit (101);

g) Aufbringen einer Kathodenschicht (103) der
Lichtsendeeinheit (101) auf der organischen,
lichtemittierenden Schicht (102);

h) Aufbringen einer Abdeckungsschicht (201)
auf der Lichtsendeeinheit (101), um die lichte-
mittierende Schicht (102) hermetisch abzudek-
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ken und sowohl die Kathodenschicht (103) als
auch die Abdeckschicht (102) von der Anoden-
schicht (104) elektrisch zu isolieren;

i) Aufbringen einer Abdeckungsschicht (202)
auf der Lichtsendeeinheit (101), um die opto-
elektronische Koppelvorrichtung hermetisch zu
schitzen;

j) Bondieren von Senderbondierungsanschlis-
sen (105, 106) auf die Kathodenschicht (103)
und auf die Anodenschicht (104), damit die
Lichtsendeeinheit (101) mit dem Eingangs-
schaltkreis (301) elektrisch verbindbar ist; und

k) Sagen des Substrats (112) entlang von Sa-
gegraben, die zwischen den einzelnen opto-
elektronischen Koppelvorrichtungen bereitge-
stellt sind, um Einzel-Chip-Koppelvorrichtun-
gen oder Mehrfach-Chip-Koppelvorrichtungen
zu erhalten.

Herstellungsverfahren fir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass die optoelektronische Koppelvorrichtung auf
Wafer-Ebene hergestellt und getestet wird.

Herstellungsverfahren fir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder beiden der An-
spruche 11 und 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass als Koppelschicht (113) eine isolierende Po-
lyimidschicht einer Dicke von 1-10 um bereitgestellt
wird.

Herstellungsverfahren flir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriiche 11 bis 13,

dadurch gekennzeichnet,

dass die die optoelektronische Koppelvorrichtung
ausbildenden Schichten beim Aufbringen struktu-
riert werden.

Herstellungsverfahren flr eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriiche 11 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anodenschicht (104) durch ein Sputtern
von ITO-Material aufgebracht wird.

Herstellungsverfahren flr eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspruche 11 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anodenschicht (104) in einer Dicke von
50-200 nm abgeschieden wird.



17.

18.

11 EP 1 246 260 A2

Herstellungsverfahren fir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriche 11 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,

dass die organische lichtemittierende Schicht (102)
durch eine Spin-Beschichtung mit einer Dicke von
200 nm aufgebracht wird.

Herstellungsverfahren fiir eine optoelektronische
Koppelvorrichtung nach einem oder mehreren der
Anspriche 11 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Kathodenschicht (103) durch ein Auf-
dampfen von AlCa mit einer Dicke von 200 nm auf-
gebracht wird.
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